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用于神经信号再生的神经功能电压驱动电路

王　珏１，２　 李文渊１　王志功１

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京２１００９６）
（２东南大学集成电路学院，南京２１００９６）

摘要：采用华润上华０６μｍＣＭＯＳ工艺，设计实现了一种用于神经信号再生微电子系统的低功耗、高
增益功能电激励电压驱动电路．它可以用于驱动激励电极和与之相连的神经来再生神经信号．电路由
２部分组成：全差分折叠式共源共栅放大器及带过载保护的互补型甲乙类输出级．电路采用了满摆幅
的输入输出结构，保证了大输入电压范围和大输出电压范围．仿真结果表明，电路增益可以达到８１
ｄＢ，具有２９５ｋＨｚ的３ｄＢ带宽．芯片面积为１０６ｍｍ×０５２ｍｍ．经流片实现后在片测试，在单电源
＋５Ｖ下工作，直流功耗约为７５ｍＷ，输出电压幅度达到４８Ｖ；同时在单电源＋３３Ｖ下也可正常工
作．
关键词：低功耗；满摆幅；神经信号；电压驱动
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